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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コア部と、
　該コア部に積層され、配線パターンが形成された絶縁層と、
　光信号が伝送される光導波路および該光導波路の両端に設けられた受発光素子を含む光
伝送部品、および該光伝送部品と電気的に接続して配置され、光信号から変換された電気
信号を増幅するドライバ部品を有する光伝送機構と、
　前記配線パターンを介して前記ドライバ部品に電気的に接続され、前記絶縁層の表面で
半導体素子が搭載される搭載部と、を備え、
　前記ドライバ部品は、前記コア部に内蔵されていることを特徴とする光伝送機構を備え
たモジュール基板。
【請求項２】
　前記光伝送部品は、前記コア部に内蔵されていることを特徴とする請求項１記載の光伝
送機構を備えたモジュール基板。
【請求項３】
　前記光伝送部品は、前記絶縁層の表面に配置されていることを特徴とする請求項１記載
の光伝送機構を備えたモジュール基板。
【請求項４】
　前記コア部は、熱硬化型樹脂材料から形成されていることを特徴とする請求項１、２ま
たは３記載の光伝送機構を備えたモジュール基板。
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【請求項５】
　前記絶縁層には、前記配線パターンが形成された配線層が積層され、
　積層された配線層間には、ビアが形成され、
　前記搭載部は、前記配線パターンおよび前記ビアを介して前記ドライバ部品に電気的に
接続されていることを特徴とする請求項１～４のいずれか一項記載の光伝送機構を備えた
モジュール基板。
【請求項６】
　前記光伝送機構は、前記光伝送部品と電気的に接続され、前記コア部に内蔵された回路
部品を有することを特徴とする請求項１～５のいずれか一項記載の光伝送機構を備えたモ
ジュール基板。
【請求項７】
　前記配線パターンが形成された前記絶縁層は、前記コア部の両面に積層しており、
　前記コア部には、該コア部の両面の前記配線パターン間を電気的に接続する貫通電極が
設けられていることを特徴とする請求項１～６のいずれか一項記載の光伝送機構を備えた
モジュール基板。
【請求項８】
　前記モジュール基板は、一方の面が半導体素子の搭載面、他方の面が実装面として形成
されていることを特徴とする請求項１～７のいずれか一項記載の光伝送機構を備えたモジ
ュール基板。
【請求項９】
　前記モジュール基板は、両面が半導体素子の搭載面として形成されていることを特徴と
する請求項１～７のいずれか一項記載の光伝送機構を備えたモジュール基板。
【請求項１０】
　前記モジュール基板の側縁であって前記絶縁層の表面に、前記配線パターンと電気的に
接続された外部接続端子を有することを特徴とする請求項１～９のいずれか一項記載の光
伝送機構を備えたモジュール基板。
【請求項１１】
　請求項１～１０のいずれか一項記載の光伝送機構を備えたモジュール基板と、
　前記搭載部に搭載された半導体素子と
を備えていることを特徴とする半導体装置。
【請求項１２】
　支持板の一方の面に絶縁層を形成する工程と、
　前記絶縁層の表面の所定位置に、光信号が伝送される光導波路および該光導波路の両端
に設けられた受発光素子を含む光伝送部品と、該光伝送部品と電気的に接続して配置され
、光信号から変換された電気信号を増幅するドライバ部品と、貫通電極となる導電部品と
を配置する工程と、
　前記支持板の一方の面を、前記光伝送部品と、前記ドライバ部品と、前記導電部品とを
樹脂中に埋没させて樹脂モールドする工程と、
　前記樹脂モールド後の樹脂の外面を前記導電部品の端面が露出する位置まで研削して、
前記光伝送部品と前記ドライバ部品を内蔵するコア部を形成するとともに、コア部を厚さ
方向に貫通する貫通電極を形成する工程と、
　前記支持板を除去する工程と、
　前記コア部の一方の面側に、前記光伝送部品と半導体素子とを電気的に接続するビアお
よび配線パターンを形成し、前記コア部の他方の面側に、前記貫通電極を介して、前記一
方の面側の配線パターンと電気的に接続し、かつ外部接続端子と電気的に接続されるビア
および配線パターンを形成する工程と
を備えることを特徴とする光伝送機構を備えたモジュール基板の製造方法。
【請求項１３】
　前記光伝送部品として、光導波路と受発光素子とをあらかじめ組み合わせて形成したユ
ニット部品を用いることを特徴とする請求項１２記載の光伝送機構を備えたモジュール基
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板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、信号の伝送用として光伝送機構を備えたモジュール基板およびその製造方法
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　情報通信の高速化とともに、電気信号にかえて光導波路を用いた光通信を利用する方法
が検討されている。たとえば、CPU（中央演算処理装置）とIC(集積回路）との間で信号を
伝送するような場合に、従来の電気配線を経由する伝送方法においては、信号の伝送速度
（周波数）がきわめて高速になると、配線の長さによって信号の伝播速度が遅れる配線遅
延の問題、伝送される信号によって生じる電磁ノイズの問題、インピーダンスの不整合に
よる信号の伝播速度の遅延といった問題が顕著にあらわれる。このため、信号の伝送速度
によって、電子装置の処理速度が制約されるという問題が生じている。
【０００３】
　これに対し、電気配線にかえて光導波路、すなわち光を通信に利用する方法は、信号の
遅延、電磁ノイズ、インピーダンスの不整合といった問題が生じないことから、信号伝送
の高速化に有効に利用することができる。たとえば、信号の伝送に光を利用する方法とし
て、ICを搭載する配線基板内に光導波路を形成し、電気配線による信号の伝送とともに、
光導波路を利用して光により信号の伝送を可能にする方法が検討されている（たとえば、
特許文献１参照）
【特許文献１】特開２００４－８６１８５号公報
【特許文献２】特開２００６－３９０４５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、電気配線による信号の伝送機構と、光による信号の伝送機構を配線基板に設
ける場合には、電気配線による信号の伝送路をできるだけ短縮するように光による伝送路
を配置して、より高速での信号の伝送が可能になるようにする必要がある。また、光によ
る信号の伝送路は、電気配線とは異質な構造となるから、電気配線と光導波路とを確実に
組み合わせて配置する必要があり、また、製造工程を複雑にすることなく製造できるよう
にすることが求められる。
【０００５】
　本発明は、光導波路を備え、光による信号の伝送を利用することによって高速な信号伝
送を可能とし、複雑な製造工程によらずに製造することができる光伝送機構を備えたモジ
ュール基板およびその製造方法、ならびに光伝送機構を備えたモジュール基板を用いた半
導体装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するために、本発明は次の構成を備える。
　すなわち、本願の一発明に係る光伝送機構を備えたモジュール基板は、コア部と、該コ
ア部に積層され、配線パターンが形成された絶縁層と、光信号が伝送される光導波路およ
び該光導波路の両端に設けられた受発光素子を含む光伝送部品、および該光伝送部品と電
気的に接続して配置され、光信号から変換された電気信号を増幅するドライバ部品を有す
る光伝送機構と、前記配線パターンを介して前記ドライバ部品に電気的に接続され、前記
絶縁層の表面で半導体素子が搭載される搭載部とを備えている。ここで、前記ドライバ部
品は、前記コア部に内蔵されている。
　また、前記光伝送部品は、前記コア部に内蔵されている。これにより、モジュール基板
全体をコンパクトに形成することができる。
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　また、前記光伝送部品は、前記絶縁層の表面に配置されている。すなわち、基板の表面
上に前記光伝送部品を配置することにより、組み立てが容易なモジュール基板として提供
できる。なお、基板の表面上とは、基板の表面に接する状態で搭載された場合と、基板の
表面から若干離間した状態で搭載される場合を含む意である。
　また、前記コア部は、熱硬化型樹脂材料から形成されており、樹脂モールド装置を用い
た樹脂成形によって形成されていることにより、所定の保形性を備えることができる。
【０００７】
　また、前記絶縁層には、前記配線パターンが形成された配線層が積層され、積層された
配線層間には、ビアが形成され、前記搭載部は、前記配線パターンおよび前記ビアを介し
て前記ドライバ部品に電気的に接続されている。これにより、光伝送部品と半導体素子と
を確実に電気的に接続することができる。
【０００８】
　また、前記光伝送機構は、前記光伝送部品と電気的に接続され、前記コア部に内蔵され
た回路部品を有する構成からなるものが好適に使用できる。
　また、前記配線パターンが形成された前記絶縁層は、前記コア部の両面に積層しており
、前記コア部には、該コア部の両面の前記配線パターン間を電気的に接続する貫通電極が
設けられている。これにより、コア部を挟んで両面に形成された前記配線パターン間の電
気的接続を確実にとることができる。
　また、前記モジュール基板は、一方の面が半導体素子の搭載面、他方の面が実装面とし
て形成することも可能であり、両面が半導体素子の搭載面として形成することも可能であ
る。
　また、前記モジュール基板の側縁であって前記絶縁層の表面に、前記配線パターンと電
気的に接続された外部接続端子を有する。
【０００９】
　また、前記モジュール基板と、該モジュール基板の搭載部に搭載された半導体素子とを
備えて半導体装置を構成することも可能である。
【００１０】
　また、本願の他の発明に係る光伝送機構を備えたモジュール基板の製造方法は、支持板
の一方の面に絶縁層を形成する工程と、前記絶縁層の表面の所定位置に、光信号が伝送さ
れる光導波路および該光導波路の両端に設けられた受発光素子を含む光伝送部品と、該光
伝送部品と電気的に接続して配置され、光信号から変換された電気信号を増幅するドライ
バ部品と、貫通電極となる導電部品とを配置する工程と、前記支持板の一方の面を、前記
光伝送部品と、前記ドライバ部品と、前記導電部品とを樹脂中に埋没させて樹脂モールド
する工程と、前記樹脂モールド後の樹脂の外面を前記導電部品の端面が露出する位置まで
研削して、前記光伝送部品と前記ドライバ部品を内蔵するコア部を形成するとともに、コ
ア部を厚さ方向に貫通する貫通電極を形成する工程と、前記支持板を除去する工程と、前
記コア部の一方の面側に、前記光伝送部品と半導体素子とを電気的に接続するビアおよび
配線パターンを形成し、前記コア部の他方の面側に、前記貫通電極を介して、前記一方の
面側の配線パターンと電気的に接続し、かつ外部接続端子と電気的に接続されるビアおよ
び配線パターンを形成する工程とを備える。
　また、前記光伝送部品として、光導波路と受発光素子とをあらかじめ組み合わせて形成
したユニット部品を用いる。これにより、光伝送機構を備えたモジュール基板を容易に製
造することができる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明に係る光伝送機構を備えたモジュール基板によれば、光伝送機構とビルドアップ
基板に形成した配線パターンを介して信号を伝送する構造とすることで、モジュール基板
にコンパクトに光伝送機構を配置することができ、半導体素子間の信号の伝送に寄与する
配線パターンの長さを短縮して、信号伝送の高速化を達成することができる。また、本発
明に係る光伝送機構を備えたモジュール基板の製造方法によれば、光伝送機構を備えたモ
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ジュール基板を容易にかつ確実に製造することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、本発明に係る光伝送機構を備えたモジュール基板の実施の形態、およびその製造
方法について、添付図面とともに説明する。
（モジュール基板の構成）
　図１は、本発明に係る光伝送機構を備えたモジュール基板（以下、「モジュール基板」
という場合がある）の構造を示す断面図である。本実施形態のモジュール基板１０は、光
伝送機構２０を内蔵するコア部３０と、コア部３０の両面に積層して形成したビルドアッ
プ層４０とからなる。
【００１３】
　コア部３０に内蔵される光伝送機構２０は、光導波路２１と、光導波路２１の両端に設
けられた受発光素子２２と、ドライバ部品２３と、回路部品２４とを含む。光導波路２１
と受発光素子２２は、光学レンズを含め光伝送部品としてあらかじめユニット化して組み
立てられた部品として使用している。
　受光素子にはフォトダイオードが使用でき、発光素子には半導体レーザ素子が使用でき
る。光導波路２１の両端に受発光素子２２を配置しているのは、光導波路２１を経由して
信号の送受信を可能にするためである。
【００１４】
　ドライバ部品２３は、光信号を電気信号に変換して増幅する作用をなすためのものであ
る。光導波路２１の前段と後段にドライバ部品２３を配置することによって、光による信
号の伝送を確実に行うことができる。ドライバ部品２３と受発光素子２２との電気的接続
は、ビルドアップ層４０に形成されたビア４１と電気接続用の配線パターン４３とによる
。
　回路部品２４は、光伝送機構を構成する上で必要となる回路部品である。回路部品２４
は製品に応じて適宜使用される。回路部品２４とドライバ部品２３との電気接続も、ビル
ドアップ層４０に形成されたビア４１と配線パターン４３とによる。
【００１５】
　本実施形態のモジュール基板は、基板の一方の面を半導体素子の搭載面とし、他方の面
をマザーボード等への実装面とする。このため、コア部３０の一方の面側に積層して形成
されたビルドアップ層４０の表面に、半導体素子を接合するバンプ５０が形成されている
。このバンプ５０は、ビアにより層間で配線パターンを電気的に接続して光伝送機構２０
に電気的に接続する。図１では、光伝送機構２０を挟む配置に、光伝送機構２０の一方側
に一方の半導体素子を搭載するバンプ５０が形成され、他方側に他方の半導体素子を搭載
するバンプ５１が形成されていることを示す。
【００１６】
　基板の他方のビルドアップ層４０の表面には実装用の外部接続端子５２が接合されてい
る。ビルドアップ層４０の表面に形成された接続用のパッド４８ａに、はんだボール等の
接続体を接合することによって外部接続端子５２が形成される。
　外部接続端子５２と半導体素子との電気的接続は、コア部３０を厚さ方向に貫通する貫
通電極２６を介してなされる。コア部３０に積層されるビルドアップ層４０は、貫通電極
２６と電気的に接続する配置にビアおよび配線パターンが形成され、外部接続端子５２と
半導体素子との電気的導通が確保される。
【００１７】
（半導体装置）
　図２は、図１に示す光伝送機構を備えたモジュール基板１０に半導体素子６０、６１を
搭載した状態を示す。図示例は、半導体素子６０、６１をモジュール基板１０の半導体素
子搭載面にフリップチップ接続し、半導体素子６０、６１と基板との接合部をアンダーフ
ィルした状態を示す。
　モジュール基板に半導体素子を搭載する方法としては、フリップチップ接続によらずに
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ワイヤボンディング接続によることも可能である。ただし、フリップチップ接続の方がワ
イヤボンディング接続にくらべて配線長が短くなるから、配線遅延が発生しにくくなると
いう利点がある。
【００１８】
　図３は、モジュール基板１０に半導体素子６０～６７を平面配置した例を示す。半導体
素子６０がCPUであり、この半導体素子６０と半導体素子６１、６３、６５、６７とが光
伝送機構２０を介して電気的に接続されている。半導体素子６１と半導体素子６２等との
間は、ビルドアップ層４０に形成された配線パターンを介して電気的に接続される。
　本実施形態の半導体装置では、半導体素子６０と半導体素子６１、６３、６５、６７と
の間は光伝送機構２０を介して電気的に接続されているから、きわめて高速な信号の送受
信が可能となる。                                                                
             
【００１９】
　とくに、本実施形態では、光伝送機構２０を半導体素子間で直線的に接続する配置とし
たことと、半導体素子と光伝送機構２０とを電気的に接続する配線パターンは、ビルドア
ップ層４０を厚さ方向に接続する配置とすることで、電気的配線の長さを極力短縮するこ
とができる。これによって、配線長による遅延を最小として高速での信号の送受信を可能
にしている。
【００２０】
　モジュール基板１０の平面領域内における半導体素子の配置は任意に設計することが可
能であり、半導体素子の配置にしたがって、モジュール基板１０に内蔵させる光伝送機構
２０の配置と、ビルドアップ層４０に形成する配線パターンを設計すればよい。モジュー
ル基板１０は、光伝送機構２０が内蔵された基板として提供されるから、モジュール基板
１０に半導体素子を搭載して半導体装置を組み立てることは容易である。
【００２１】
（モールド基板の製造方法）
　図４、５は、図１に示す光伝送機構を備えたモジュール基板の製造工程を示す。
　図４は、コア部３０に光伝送機構２０を内蔵させるまでの製造工程を示す。
　図４（ａ）は、コア部３０を形成する際に支持体として使用する支持板を示す。支持板
１１は平坦性のよい板状体であればよく、材質はとくに限定されない。本実施形態では、
支持板１１として銅板を使用した。
　モジュール基板の製造工程では、ワーク基板として大判の基板を使用し、１枚のワーク
基板から複数枚のモジュール基板が得られるようにする。図４、５では、説明上、ワーク
基板のうち一つのモジュール基板となる単位部分を示している。
【００２２】
　図４（ｂ）は、支持板１１の表面にアライメントマーク１２を形成した状態を示す。ア
ライメントマーク１２は、例として、めっきにより所定のパターンに形成すればよい。本
実施形態の製造工程では、支持板１１に光伝送部品を搭載したり、後工程でビルドアップ
層を形成したりする作業を行う。アライメントマーク１２はこれらの操作の際に、正確に
位置出しするために設ける。
　銅板にアライメントマーク１２を形成する場合は、銅板上にレジストパターンを形成し
、レジストパターンをマスクとして、下地層の銅板と識別して視認でき、銅板をエッチン
グするエッチング液によって侵されない金属、たとえば金、ニッケルをめっきして形成す
る。
【００２３】
　図４（ｃ）は、支持板１１の表面に光伝送部品を搭載する前工程として、支持板１１の
一方の面に絶縁層１３を形成した状態を示す。絶縁層１３は、たとえばプリプレグをラミ
ネートして形成することができる。絶縁層１３は一定の粘着性を有する状態（Bステージ
状態）に形成する。
【００２４】
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　図４（ｄ）は、絶縁層１３の表面に、光伝送部品２０ａ、ドライバ部品２３、回路部品
２４を搭載した状態を示す。光伝送部品２０ａは、光導波路２１と受発光素子２２とレン
ズを組み合わせたユニット部品として提供される製品が好適に利用できる。
　これらの光伝送部品２０ａ、ドライバ部品２３、回路部品２４は、アライメントマーク
１２を基準位置として、所定の設計位置に正確に配置する。
　なお、光伝送機構２０の構成部品の他に、コア部３０の両面に形成するビルドアップ層
４０間を電気的に接続する貫通電極となる導電部品２６ａも合わせて位置決めして配置す
る。導電部品２６ａは、円柱状に形成され、絶縁層１３上に起立させて配置する。
　絶縁層１３の表面にそれぞれの部品を搭載した後、加熱キュア工程を経過させ絶縁層１
３を硬化させる。
【００２５】
　図４（ｅ）は、樹脂モールド装置を使用し、支持板１１の部品搭載面を樹脂１４により
成形して、光伝送部品２０ａ、ドライバ部品２３、回路部品２４、導電部品２６ａを樹脂
１４に埋没させた状態を示す。成形用の樹脂１４としてはエポキシ系の熱硬化型樹脂を用
いることができる。樹脂中のフィラー含有量は２０～９５％程度である。樹脂モールド装
置を用いて樹脂成形することによって、光伝送部品２０ａ等の部品を確実に封止すること
ができ、所定の強度、保形性を備えたコア部３０が得られる。
　図４（ｆ）は樹脂モールド後の樹脂１４の表面を平坦面に研削し、樹脂１４の表面に導
電部品２６ａの端面を露出させる工程である。樹脂１４の表面に導電部品２６ａの端面が
露出したところで研削を停止する。これによって、樹脂１４の表面が平坦面に加工され、
導電部品２６ａはコア部３０の樹脂部分を厚さ方向に貫通する貫通電極２６となる。
【００２６】
　図４（ｆ）は、支持板１１をエッチングして除去した状態を示す。支持板１１をエッチ
ングして除去することにより、コア部３０に絶縁層１３が被着され、コア部３０に光伝送
部品２０ａ、ドライバ部品２３、回路部品２４が埋没して封止され、コア部３０を厚さ方
向に貫通する貫通電極２６が設けられた積層体が得られる。
　支持板１１をエッチングするエッチング液によってアライメントマーク１２が侵されな
いようにすることにより、絶縁層１３にアライメントマーク１２が残り、ビルドアップ工
程でのアライメントマークとして利用することができる。
【００２７】
　図５は、コア部３０の両面にビルドアップ層４０を積層して形成する工程を示す。
　図５（ａ）は、コア部３０の絶縁層１３が被着された面と反対側の面に電気的絶縁性の
絶縁層１５を形成した状態を示す。絶縁層１５も、たとえばプリプレグをラミネートして
形成する。
　図５（ｂ）は、レーザ加工により、絶縁層１３、１５にビア穴１３ａ、１５ａを形成し
た状態を示す。ビア穴１３ａ、１５ａは、光伝送部品２０ａ、ドライバ部品２３、回路部
品２４の接続用電極の位置と、貫通電極２６の両端面に位置合わせして形成する。ビア穴
１３ａ、１５ａをレーザ加工する際に、アライメントマーク１２を基準位置として形成す
ることによって正確に形成することができる。
【００２８】
　図５（ｃ）は、絶縁層１３、１５に、ビア４１、４２と配線パターン４３、４４を形成
した状態を示す。ビア４１、４２と配線パターン４３、４４は、セミアディティブ法等に
よって形成することができる。
　セミアディティブ法による場合は、絶縁層１３、１５にビア穴１３ａ、１５ａを形成し
た後、無電解銅めっき等によりめっきシード層を形成する工程、めっきシード層上に配線
パターン４３、４４にしたがってレジストパターンを形成する工程、めっきシード層をめ
っき給電層とする電解めっきにより、ビア穴１３ａ、１５ａと配線パターン４３、４４と
なる導体部（めっき導体）を形成する工程、次いで、レジストパターンを除去し、めっき
シード層の外面に露出する部位を選択的にエッチング除去する工程によって、ビア４１、
４２および配線パターン４３、４４を形成する。
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【００２９】
　図５（ｄ）は、絶縁層１３、１５の上層に絶縁層１６、１７をそれぞれ積層し、絶縁層
１６、１７にビア４５、４６と配線パターン４７、４８を形成した状態を示す。絶縁層１
６、１７は、プリプレグを積層して形成することができ、ビア４５、４６、配線パターン
４７、４８は上述したセミアディティブ法によって形成することができる。このように順
次、絶縁層を積層し、層間で電気的に接続して配線層を積層して形成する（ビルドアップ
法）ことにより、任意の層数に配線層を積層して形成することができる。
【００３０】
　図５（ｅ）は、ビルドアップ法によって形成した配線層の表面を、保護膜１８、１９と
してのソルダーレジスト層により被覆し、保護膜１８、１９にそれぞれ開口部１８ａ、１
９ａを形成した状態を示す。開口部１８ａは、半導体素子の電極を接合する位置に合わせ
て形成し、開口部１９ａは、外部接続端子を接合する位置に合わせて形成する。開口部１
８ａ、１９ａにそれぞれパッド４７ａ、４８ａが露出する。次いで、パッド４７ａにはん
だペーストを供給し、はんだリフローによってバンプ５０を形成する。また、パッド４８
ａにはんだボールを接合して外部接続端子５２を形成する（図１）。
　バンプ５０および外部接続端子５２を形成した後、大判のワーク基板を個片に切断する
ことにより、光伝送機構を備えたモジュール基板が得られる。なお、外部接続端子５２は
ワーク基板を個片に切断した後にパッド４８ａに接合してもよい。
【００３１】
（モジュール基板の他の構成例）
　図６は光伝送機構を備えたモジュール基板の他の構成例を示す断面図である。本実施形
態のモジュール基板１００は、光導波路２１と受発光素子２２を備える光伝送部品２０ａ
をモジュール基板の外面に配置する構造とした例である。
　モジュール基板１００において、コア部３０に内蔵されているのは、ドライバ部品２３
、回路部品２４および貫通電極２６である。ドライバ部品２３と受発光素子２２との電気
的接続は、ビルドアップ層４０に形成されたビア４１ａ、４１ｂを介してなされる。
【００３２】
　ビア４１ｂの端面を、ビルドアップ層４０の外面に露出させ、ビア４１ｂの端面に光伝
送部品２０ａの受発光素子２２の接続用の電極を接合することにより、光伝送部品２０ａ
とドライバ部品２３との電気的接続がなされる。
　コア部３０にドライバ部品２３、回路部品４０を組み込むこと、ビルドアップ層４０に
ビア４１ａ、４１ｂを形成する方法は、前述した製造工程と同様の工程による。
　本実施形態のモジュール基板１００の構成によれば、コア部３０とビルドアップ層４０
を形成した後、光伝送部品２０ａを基板に搭載して組み立てることができる。光伝送部品
２０ａがユニット品として提供される場合には、本実施形態のモジュール基板１００は、
組み立てが容易なモジュール基板として有用である。
【００３３】
　図７に示すモジュール基板１０１は、図６に示すモジュール基板１００の変形例である
。本実施形態のモジュール基板１０１は、基板内に受発光素子２２を内蔵し、基板の表面
にコネクタ２５を配し、コネクタ２５により光導波路２１を脱着可能としたものである。
　上記実施例と同様に、光導波路２１をモジュール基板１０１の外部に配置することによ
り、基板の製造工程を簡略化でき、光導波路２１等が樹脂からなるような場合でも、リフ
ローによって半導体素子６８、６９を基板に搭載した後に光導波路２１を取り付けること
により、熱履歴を受けずに光導波路２１を搭載することができる。
【００３４】
　図８は、光伝送機構２０を内蔵したモジュール基板１０２の両面に半導体素子７０～７
３を搭載した半導体装置の例を示す。基板内に光伝送機構２０を配置する構成は、前述し
た実施形態における構成と同様である。基板の両面に搭載された半導体素子は、コア部に
形成された貫通電極２６を介して電気的に接続される。
　図９は、光伝送機構２０を内蔵し、基板の一方の側縁に端子７７を形成したモジュール
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基板１０３に半導体素子７４、７５、７６を搭載した半導体装置の例である。
　これらの実施形態に示すように、本発明に係るモジュール基板は、基板の一方の面が半
導体素子の搭載面、他方の面が外部接続端子が接合された実装面に形成される形態に限ら
れるものではなく、基板の両面に半導体素子を搭載することも可能であり、基板の一方の
側縁に実装用の端子を設ける構成とすることも可能である。
【００３５】
　また、基板にCPUなどの発熱量の大きな半導体素子を搭載する場合や、動作時に光伝送
機構が発熱するような場合には、半導体素子あるいはモジュール基板に、放熱用のフィン
や冷却用のペルチェ素子を取り付け、動作時にモジュール基板が過熱しないように構成す
ることもできる。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】光伝送機構を備えたモジュール基板の断面図である。
【図２】モジュール基板に半導体素子を搭載した半導体装置の断面図である。
【図３】モジュール基板に半導体素子を搭載した状態を示す平面図である。
【図４】光伝送機構を備えたモジュール基板の製造工程を示す断面図である。
【図５】光伝送機構を備えたモジュール基板の製造工程を示す断面図である。
【図６】光伝送機構を備えたモジュール基板の他の構成を示す断面図である。
【図７】モジュール基板に半導体素子を搭載した半導体装置の他の構成例を示す側面図で
ある。
【図８】モジュール基板に半導体素子を搭載した半導体装置の他の構成例を示す側面図で
ある。
【図９】モジュール基板に半導体素子を搭載した半導体装置の他の構成例を示す斜視図で
ある。
【符号の説明】
【００３７】
　１０、１００、１０１、１０２、１０３　光伝送機構を備えたモジュール基板
　１１　支持板
　１２　アライメントマーク
　１３、１５，１６、１７　絶縁層
　１３ａ、１５ａ　ビア穴
　１４　樹脂
　１８、１９　保護膜
　１８ａ、１９ａ　開口部
　２０　光伝送機構
　２０ａ　光伝送部品
　２１　光導波路
　２２　受発光素子
　２３　ドライバ部品
　２４　回路部品
　２６　貫通電極
　３０　コア部
　４０　ビルドアップ層
　４１、４２、４５、４６　ビア
　４３、４４、４７、４８　配線パターン
　４７ａ、４８ａ　パッド
　５０、５１　バンプ
　５２　外部接続端子
　６０～７６　半導体素子
　７７　端子
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